
q 	Ventajas:	
 	Aprovechar	la	experiencia	en	tecnología	de		semiconductores.	
 	Estudiar	la	dinámica	del	espín	en	materiales	no	magné:cos.	
 	Generación	eléctrica	o	no	magné:ca	de	una	polarización	de	espín.	

	Generación	eléctrica	de	una	
polarización	de	espines	en	

semiconductores	
¿Cómo	lograrlo?	



q 	1990:	Da?a	y	Das	propusieron	el	transistor	de	espín	
																efecto	de	campo	

S.	Da?a	y	B.	Das,	Appl.	Phys.	Le?.	56,	665	(1990).	



Para	un	electrón	en	un	cristal	hay	dis:ntas	fuentes	
de	gradiente	de	potencial:	impurezas,	
confinamiento	cuán:co,	fronteras	o	campos	
externos.	

  	 Los	 electrones	 se	 mueven	 en	 presencia	 de	 campos	
eléctricos	producidos	por	los	átomos	de	la	red	cristalina.	
  	 El	 movimiento	 de	 los	 electrones	 está	 descrito	 por	

bandas	de	energía.	
 	Masa	efec:va	del	electrón	m*.	

	



 	III-V	como	GaAs,	InGaAs	y	AlGaAs.	
 	II-VI	como	ZnSe.	
 	Estructura	cristalina	:po	zincblenda.	

Heteroestructuras	semiconductoras.	

	Davies,	D.	(1998).	The	physics	of	low-dimensional	semiconductors:	an	
introduc8on.	Cambridge	University.		



2)		Asimetría	de	inversión	estructural	1)		Asimetría	de	inversión	en	el	bulto	

Estructura	zincblenda			 IEO	Dresselhaus	 IEO	Rashba	

Y.	A.	Bychkov	y	E.	I.	Rashba,	J.	Phys.	C	17,	6039	(1984).	G.	Dresselhaus,	Phys.	Rev.	100,	580	(1955).	












